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VCSEL — Vertical Cavity Surface Emitting Laser

REM - Bild Vertikalstruktur
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Vorteile

« zirkulares Strahlprofil } S =
« geringe Strahldivergenz ( ~10°)

* 1D-, 2D-Array

« geringe Strome (typ. <1 mA)
« kostengunstig
» Hochgeschwindigkeitsmodulation

—> Automotive Anwendung

Intensitat (W-E-)

— Kommunikation
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VCSEL - Ergebnisse 670nm

max. Leistung

max. Temperatur

Leistung (mW)
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Temperaturgrenze ?
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Erwarmung: Woher?
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Technologische Ansatze

« Gradiententibergange in den Bragg-Spiegeln
(Widerstandsanpassung)

» Oxidapertur Geometrieanpassung Warmequelle zu
Warmesenke
* Verstimmung (Resonatormode / Verstarkung)

» C-Dotierung vielversprechend ( R, & -Dot.)

a Resonator?

Potential GalnP-VCSEL

 aus interner T-Messungen -
1MW @ +110 ° C mdglich
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A = 660nm, Oxidapertur 6.5um, Mesa 38um, I;= 0.8mA
Auswertung: o, v, RC




Modulationsantwort eines Polyimid-VCSELs

0 kS~ Y A =653 nm,
VEELA” 11.5 um,
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Verringerung der parasitaren Kapazitat durch Polyimid
- f—3dB, max =4 GHZ (RC, T21) - f—3dB,RC, e = 8 GHZ
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CW-Betrieb

« Materialverhalten zeigt Potential fir 1ImW @ > 110°C
« Leistungen > 10 mW @ RT (Knigge FBH) erreichbar
* (Optimum | P« muld mit jeweils unterschiedlichen

th,min? nmax’

Laserstrukturen / Geometrien erzielt werden)
Modulationsbetrieb
* Modulationsbandbreite 10 Gbps moglich
 derzeitige Begrenzung Maximalleistung
Weitere Entwicklung

» erhebliche Verbesserung der Lateralwarmeabfuhr sollte
P...> 1TmW (CW) @ 120 °C, 650 nm ermoglichen

ma

« Automotive- und Kommunikationsanwendungen




Weitere Ansatze

» Gradienten- Wellenleiter \

(1 24, Wellenflhrung, o gesonator (T pn) )

* Reduzierung o geeonator durch
o-Dotierung Knotenbereich (C-Dot.)

= \.
* Verbesserung laterale Warmespreizung |

- epitakt. Einbau Warmeleitschicht




Neues VCSEL-Design

1x6 VCSEL array
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- bessere Warmeabfuhr

—> hohere Leistung
Lambkin, NMRC Cork, Ireland
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